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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

次世代情報システムの高効率化を目指して、種々の新規電子デバイス、ハードウェ
ア実装の研究がなされている。本研究は、これらのデバイスの中で抵抗変化メモリ
（ReRAM），単電子デバイス（SED）に注目し，デバイス内部微細構造と電気特性
の相関を明らかにしようとするものである．ARIM利用において、主には作製した
デバイスの内部微細構造の観察・解析を行った。

実験
Experimental

デュアルビームFIB試料作製装置，直交型FIB-SEMによる電子顕微鏡観察試料作製，
必要に応じてコーティング装置群による仕上げを行った後、収差補正走査/透過電
子顕微鏡による構造観察、元素分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

本研究のサブテーマは、(Sub1) ReRAMデバイスの簡易作製手法開発、(Sub2)
ReRAMデバイスの構造評価、(Sub3) SEDの微細構造と特性の相関である。ここでは
(Sub1)に話を絞り、その概要を説明する。 ReRAMの応用においてデバイス間の特
性バラツキが問題となっている。その際、膜質など本来持つ要因とデバイスの出来
による要因を切り分ける必要があり、そのためにはテーパーエッジを有するコンタ
クトホールの利用が望ましい（Fig.1(a)）。一般には層間絶縁層（ここではAl2O3）
のドライプロセスが用いられるが、大学の研究室レベルでの実施を考えた場合、よ
り簡便な手法が望まれる。ここでは二層レジス ト法と リ フ ト オ フ に注目し
（Fig.1(b)）、作製したコンタクトホール形状の評価を行った。 電子ビーム蒸着に
より層間絶縁層を形成したデバイスのSEM像をFig.1(c)に、その断面STEM像
をFig.1(d)に示す。良好なテーパーエッジを有するコンタクトホールの形成されて
おり、平滑なTa2O5層（ReRAMスイッチ層）を確認できる。このことはエッジ先端
部のＸ線マップからも認識できる。以上のことから、二層レジスト法、電子ビーム
蒸着、リフトオフ法の組み合わせにより、良好なコンタクトホールエッジを有する
層間絶縁層の形成が可能であるということが分かった。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1
Fig.1 (a) テーパーエッジ付ReRAMデバイスの断面模式図、(b)コンタクトホール用
二層レジストパターン、(c) 作製デバイスの平面SEM像、(d) 断面STEM像、(e) コン
タクトホールエッジ部のX線マップ。
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